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APENDICE B - Evolucdo das estruturas de bandas

das bicamadas-Rashba

B.1 Descri¢cao dos parametros

* 177

® 17n:

e D

e Dy:

: Massa efetiva de elétrons das bandas eletronicas, hf = k2 [2m Ly, +a (kny + kxcy);
- Massa efetiva de elétrons das bandas eletrdnicas, i’ = k? /2m’;

: Acoplamento spin-6rbita tipo Rashba;

"hopping"de elétrons interbicamadas entre as bandas h; e hg;
"hopping"de elétrons interbicamadas entre as bandas /'™ e h'~;
Tunelamento quantico intercamadas entre as bandas h} e hy;

Tunelamento quéntico intercamadas entre as bandas /' e ',

* M| e M, : Massa newtoniana associada com a dependéncia quadrética do momento.
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Figura B.1: (a) Dispersdo de bandas para uma tnica BCR construida com os paradmetros que
melhor descrevem os resultados obtidos via célculo de primeiros principios. No resto das figu-
ras, somente um parametro ¢ mudado, mantendo o restante utilizado em (a). O eixo horizontal

varia de -K até K e o eixo vertical de E=-1 a 1 eV, com o nivel de Fermi representado pela linha
tracejada.
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(a)

Estados helicoidais  Estados ndo helicoidais
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o 03 D, =-0,03 eV D,=-0.65eV
L 1 o2 2
= 00 | M;=-20eVA M=-5eVA
%’3 | tz,=-09eV tz=-04eV
& a=5eVA

|
L
n

D,(K)=D,+M k’ D, (k)= D+ M.k’
D,=-0,01 D,=-0.8 D,=-025 Dy=-1,0

Figura B.2: (a) Dispersao de bandas para duas BCRs construida com os parametros que melhor
descrevem os resultados obtidos via cédlculo de primeiros principios. No resto das figuras, so-
mente um parametro é mudado, mantendo o restante utilizado em (a). O eixo horizontal varia

de -K até K e o eixo vertical de E=-1 a 1 eV, com o nivel de Fermi representado pela linha
tracejada.
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